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Uktad elektrometryczny przetwarzajacy prad na czestotliwo$é
zwlaszcza do detektoréw promieniowania jadrowego

Przedmiotem wynalazku jest uktad elektrometryczny przetwarzajacy prad na cze¢stotliwos¢ zwlaszcza do
detektoréw promieniowania jadrowego. »

Stan techniki. Znany jest z opisu patentowego PRL nr 54604 uk!ad elektroniczny do przetwarzania ilosci
tadunku elektrycznego na proporcjonalna do niego liczbe impulséw elektrycznych, w ktérym siatka sterujaca
lampy wejsciowej, w obwodzie anodowym ktdrej znajduje sig¢ rezystor, potaczona jest galwanicznie z wyjsciem
zrédta mierzonego pradu, a katoda tej lampy, poprzez diode pdiprzewodnikowa, polaczona jest zsiatka
sterujaca nastgpnej lampy. Lampa ta pracuje w uktadzie generatora samodtawnego, ktéry jest Zrédtem impulséw
elektrycznych. Katoda lampy generatora samodtawnego jest spolaryzowana zatykajgcym t¢ lampg napigciem
dodatnim. Podstawowymi wadami ukladu sa niestabilno$¢ pomiaru spowodowana zmiang napigcia Zarzenia
lamp, oraz mozliwo$¢ pomiaru pradu wejsciowego tylko o takim kierunku, ktéry powoduje dodatni wzrost
napigcia powstajacego na wejsciu uktadu.

Istota wynalazku, Uktad wedtug wynalazku zawiera w stopniu wejéciowym tranzystor polowy, do ktérego
bramki dotaczona jest pojemno$¢ wejsciowa, a do Zrodta—wejscie odwracajace wzmacniacza réZnicowego,
pelnigcego rol¢ dyskryminatora napigcia. Wyjscie wzmacniacza 'réznicowego obcigZone jest szeregowo
polaczonymi rezystorem i przeciwsobnie potgczonymi diodami Zenera. Wejscie uktadu jest potaczone
dodatkowo z wyjsciem uktadu poprzez diodg¢ kluczujaca. Wejicie nieodwracajace wzmacniacza réznicowego
polaryzowane jest napigciem dodatnim, korzystnie pobieranym z potencjometru.

Korzystne skutki wynalazku, Zastosowanie w stopniu wejsciowym tranzystora polowego umozliwia pomiar
pradu ponizej nanoampera przy dobrej stabilnosci. MoZliwos¢ zastosowania seryjnego wzmacniacza réznicowego
jako dyskryminatora napigcia zmniejsza w wysokim stopniu dryf termiczny uktadu, ponadto przy produkcji
masowej zmniejsza rozrzut parametréw technicznych poszczegélnych egzemplarzy uktadéw przetwarzajacych.,
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Mozliwo$é ptynnej regulacji napigcia wejscia nieodwracajacego wzmacniacza réznicowego umozliwia uzyskanie
ptynnej regulacji stosunku czestotliwosci impulséw wyjsciowych uktadu przy stalym pradzie wejsciowym, co
ulatwia cechowanie aparatury. Uktad wedtug wynalazku moZe byé konstruowany dla obu polaryzacji sygnatu
wejsciowego, co jest wykonywalne przez uZycie w stopniu wejsciowym odpowiedniego . typu tranzystora
polowego n-kanatowego lub p-kanatowego i skrzyZowanie wejs¢ wzmacniacza réZnicowego,

Objasnienie rysunku. Przedmiot wynalazku jest pokazany na przyktadzie wykonama, odtworzonym na
rysunku, ktéry przedstawia schemat ideowy uktadu elektrometrycznego.

Przyklad wykonania wynalazku. Sygnal wejsciowy w postaci pradu elektrycznego doprowadzony jest do
pojemnosci wejsciowej ukiadu C izarazem do bramki tranzystora polowego T. Dren tianzystora polowego T
polaryzowany jest napigciem dodatnim, aZrédto jest dotaczone do wejscia odwracajacego wzmacniacza
réznicowego I. Wejscie nieodwracajace wzmacniacza réznicowegoI polaryzowane jest przy pomocy
potencjometru P. Wyjscie wzmacniacza réZznicowego I obciaZone jest szeregowo potaczonymi rezystorem R
i przeciwsobnie potaczonymi diodami Zenera D, i D3. Bramka tranzystora polowego T potaczona jest ponadto
z wyjsciem wy uktadu przy pomocy diody kluczujacej D; w ten sposéb, 2e anoda diody kluczu1a1ce] D,
* dotaczona jest do bramki tranzystora polowego T, a katoda do wyjscia wy uktadu.

Uktad pokazany na rysunku przedstawia wersje przeznaczong do przetwarzania pragdu dodatniego, czyli
powodujacego dodatni wzrost napigcia na wejsciu uktadu. W stanie spoczynku uktadu, przy braku pradu
doprowadzanego do wejscia we, napigcie bramki tranzystora polowego T wzgledem masy réwne jest zeru,
a napigcie Zrédta tranzystora polowego T wzgledem wejécia nieodwracajacego wzmacniacza réznicowego I jest .
ujemne, poniewaZ wejscie nieodwracajace wzmacniacza réZnicowego I jest spolaryzowane napigciem dodatnim
pobieranym z potencjometru P. Napigcie wyjsciowe wzmacniacza réznicowego I jest w tym stanic jego napigc
wejsciowych dodatnie wzgledem masy, przez co dioda kluczujaca D; jest spolaryzowana zaporowo. Po
doprowadzeniu do wejscia we uktadu pradu mierzonego, nastepuje tadowanie pojemnosci wejsciowej C i wzrost
napigcia bramki tranzystora polowego T, azatem wzrost napigcia jego zZrédta iwejscia odwracajacego
wzmacniacza réZznicowego I.

Wzrost napigcia wejécia odwracajacego wzmacniacza réZnicowego I powoduje w pewnym momencie
zmiang polaryzacji réZnicy napigé wejsciowych wzmacniacza réZnicowego I, zmiang jego stanu i zmiang
polaryzaciji sygnatu wyjsciowego wy. Napigcie to staie si¢ ujemne wzgledem masy, co powoduje otwarcie diody
kluczujacej D, , roztadowanie pojemnosci wejsciowej C i natadowanie do potencjatu ujemnego réwnego napigeciu’
wyjscia wy uktadu. Spadek potencjatu bramki tranzystora polowego T powoduje spadek potencjatu wejscia
odwracajacego wzmacniacza réZnicowego I i jego powr6t do stanu spoczynkowego, a napigcia wyjsciowego wy
do wartosci dodatniej. Drugi i nastgpne cykle tadowania pojemnosci wejsciowej C polegaja na jej fadowaniu od
ujemnego napigcia do napiecia dodatniego, przy ktérym nast¢puje zmiana stanu wzmacniacza réZnicowego I
i wytworzenie jednego impulsu napigciowego na wyjsciu wy. Czestotliwosé repetycji uktadu jest hmowo zaleZna
od nateZenia pradu doprowadzanego do wejscia we.

Zmiana potozZenia slizgacza potencjometru P w kierunku napigcia dodatniego powoduje wzrost potencjatu
wejscia nieodwracajacego wzmacniacza réznicowego I, co powoduje, Ze zmiana stanu ukfadu nast¢puje przy
wy2szym napigciu bramki tranzystora polowego T, przez co czas tadowania pojcmnosci wejsciowej C trwa
dtuzej, a czestotliwosé repetycji uktadu maleje — przy stalym nateZeniu pradu wejsciowego. Pltynna zmiana
polaryzacji wejscia nieodwracajgcego wzmacniacza rézZnicowego I umoZliwia wigc plynng regulacje stosunku
czgstotliwosci  wyjsciowej uktadu do nat¢Zenia pradu wejsciowego, co ma duZe znaczenie w praktyce
pomiarowej np. przy cechowaniu uktadu po zmianie wartosci pojemnosci wejsciowej C, spowodowanej zmiang
pojemnodci wyjsciowej Zrédta mierzonego pradu.

Zastrzeienie patentowe

Uktad elektrometryczny przetwarzajacy prad na czgstotliwo*é, zwlaszcza do detektoréw promieniowania
jadrowego, zawierajacy tranzystor polowy, do wejscia ktérego dotaczona jest pojemno$é wejsciowa i potaczony
znim wzmacniacz réZnicowy, pracujacy jako dyskryminator napigcia, znamienny tym, Ze wyjscie
tranzystora polowego (T) jest polaczone z wejéciem odwracajacym wzmacniacza réznicowego (I), do ktérego
wyjscia poprzez rezystor (R) dotaczone sg przeciwsobnie diody Zenera (D, i D3), przy czym do wyjscia uktadu
(wy) dotaczona jest katoda diody kluczujacej (D,), ktdrej anoda polaczona jest z wejsciem (we) ukladu,
natomiast wejscie nieodwracajace wzmacniacza réznicowego (I) polaryzowane jest napigciem dodatnim,
korzystnie pobieranym z potencjometru (P).
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